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Efeitos de strain na fase zincblend em nanofios politipicos

SIQUEIRA, Anderson Henrique; SIPAHI, Guilherme Matos

anderson.siqueira@usp.br

Nanofios semicondutores sdo uma das tecnologias onde houve uma progresso consideravel num passado
recente com uma gama ampla de aplicacdes que vdo dos dispositivos eletrénicos aos biossensores. Os
nanofios sdo nanoestruturas semicondutoras unidimensionais que apresentam prorpriedades intrinsecas
a sua baixa dimensionalidade. Em condicées de crescimento controladas é possivel obter esses
semicondutores onde as fases zincblend e wurtzita coexistem. Essa coexisténcia de duas fases cristalinas
é denominada politipismo. O politipismo das fases zincblend e wurtzita em nanofios de compostos
[1I-V, estd relacionada a pardmetros como didmentos do nanofio e a temperatura de crescimento
dessa nanoestrutura. (1) A ocorréncia do politipismo nessas nanoestruturas, acarreta em diferentes
propriedades Opticas e eletronicas para as fases zincblend e wurtzita. Considerando a direcdo de
crescimento paralela & coordenada z, a direcdo de crescimento mais comum para a fase zincblend &
a direcdo [111], enquanto que para a fase wurtzita, a direcdo de crescimento mais comum é a diregdo
[0001]. A variagdo das fases cristalinas zincblend e wurtzita ao longo da direcdo de crescimento resulta
em regides de confinamento. O nanofio com politipismo wurtzita/zincblend pode ser considerado uma
heteroestrutura, onde cada fase cristalina possui constantes de redes diferentes. Nesse caso, as constantes
de rede tendem a se ajustar (2) dando origem a um stress na interface politipica wurtzita/zincblend,
ou seja, o stress é aplicado na direcdo perpendicular a direcdo de crescimento. Como efeito do stress
aplicado surge um strain biaxial na interface wurtzita/zincblend. Neste trabalho sera desenvolvido um
modelo matematico que descreve o strain ao longo da fase zincblend, e também sera analisado os efeitos
desse strain em um pogo quantico wurtzita/zincblend/wurtzita em um nanofio politipico.
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